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Por la presente se provee un dispositivo de 
unión semiconductora que comprende un cuerpo cristalino , 
semiconductor de un tipo de conductividad; una zona del 
otro tipo de conductividad inmediatamente adyacente a 
una cara de dicho cuerpo; una unión FN entre la zona y 
el resto del cuerpo; y una capa de material policrista­
lino semiconductor del otro tipo de conductividad sobre 
la zona. La capa policristalina mejora la ruptura del 
voltaje de inversión de la unión PN.

La Figura 1 es una vista a sección de una por­
ción de un cuerpo completo incluyendo una pluralidad de 
diodos semiconductores de acuerdo con una representación 
de la invención ; y,

La Figura 2 es una vista a sección de un-tran­
sistor de acuerdo con otra representación.

EJIUFLO I
Una estructura completa 10 (Figura 1) es for­

mada con una pluralidad de dispositivos 11 aislados que 
están unidos por una matriz aislante 12 que consiste de 
un cristal adecuado. La estructura completa 10 puede ser 
fabricada mediante prensado a calor de una placa de cris­
tal con un semiconductor adecuadamente preparado.

Cada dispositivo semiconductor 11 comprende 
una base semiconductora o substrato 13. La medida, for­
ma, tipo de conductividad y composición precisos del 
substrato semiconductor 13 no son críticos en la aplica­
ción de este invento. El substrato 13 puede lo mismo 
ser de tipo P o de tipo N, y puede ser igualmente mono- 
cristalino como pclicristalino, aunque el material mono- 
cristalino es preferido para lograr las rupturas más al
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tas del voltaje de inversión. El substrato 13 puede con­
sistir lo mismo de semiconductores elementales tales co- 

< no germanio o silicón, como de semic-nductores du alca- 
; ciones tales como las aleaciones de germanio con silicón,

5 : o como de semiconductores compuestos tales cono los ni-
truros, fosfuros, arseniuros o antinoniuros de borón, alu- 

! minio, galio e indio. En este ejemplo, cada substrato 
13 es de forma de disco, de unos 0,762 a 1,27 mm. de diá­
metro, y consiste de silicón monocristalino do conducti- 

10 vidad de tipo N y de una resistividad eléctrica baja 
(como de 0,01 ohm-on).

! Se deposita una primera?, capa, epitaxial 14 de
silicén monocristalino dol mismo tipo de conductividad 

¡ del substrato 13, sobre una cara del substrato 13. En 
15 ! este ejemplo, la primera capa epitaxial 14 es de conduc-

. tividad de tipo E, tiene como 1 mil de espesor y una re-
, sistividad de unos 20 a 25 oiim-cm. Los límites o la en-!¡ trocara 15 entre el substrato semiconductor 13 de resis- 
¡ tividad baja y la capa epitaxial 14 de resistividad al-í

20 i ta, pueden ser descriptos como una unión de alta y baja.
¡ Una segunda capa epitaxial 16 de material semi-
j conductor cristalino es depositada sobre la primera capa 
! epitaxial 14. La segunda capa epitaxial 16 es del tipoi
! de conductividad opuesto al del substrato 13 y de la pri- 

2§ mera capa epitaxial 14. En esta representación la segun­
da capa epitaxial 16 es de silicón monocristalino de 
conductividad de tipo P, tiene un espesor de 1 mil apro­
ximadamente y una resistividad de unos 35 a 50 ohn-cm.
El límite o entrecara 17 entre la segunda capa epitaxial 

30 16 y la primera capa epitaxial 14 constituye una unión
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Rectificadora PU.
Una capa 18 de material policristalino semicon­

ductor es depositada sobre la segunda capa epitaxial 16. 
La capa 18 es del mismo tipo de conductividad de la se­
cunda capa epitaxial 16, pero es preferentemente de una 
resistividad más baja. Ventajosamente, la resistividad 
de la capa policristalina 18 es inferior que la de la 
capa epitaxial semiconductora adyacente 16 en por lo me­
nos dos órdenes de magnitud, como por ejemplo, no más 
de 1/100 veces la resistividad de la capa 16. En este 
ejemplo la capa 18 consiste de silicón policristalino 
de tipo P y con una resistividad de unos 0,008 cm. y un 
espesor de unos 0,127 a 0,178 mm. El límite o entreca­
na 19 entre la capa epitaxial 16 del tipo P y la capa 
policristalina 18 de tipo P de resistividad baja, puede 
designarse como una unión de alta y baja.

Si se desea un diodo de actuación rápida se 
puede difundir una substancia que sea destructora de por 
vida en el semiconductor particular empleado, en el subs­
trato 13 antes de formar el cuerpo completo terminado 
10. Cuando el substrato 13 es de silioón como en este 
ejemplo, se puede depositad una película delgada de oro 
(que no se muestra) sobre Una de las caras del substra­
to 13 y despuós se calienta el substrato a unos 95020. 
para difundir el oro en el substrato 13. El oro asídifun- 
dido reduce el tiempo de vida de los transportadores de 
carga de minoría en silicón.

Se deposita una cubierta metálica 20 que pue­
de consistir, por ejemplo, de níquel sin electricidad, 
en cada capa policristalina 18. Se deposita una cubierta
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metálica similar 21, que puede ser tamb..én una película 
de níquel sin electricidad, sobre la cara expuesta de 

, cada substrato 13. Las cubiertas metálicas 20 y 21 sir­
ven de dispositivos de contacto o electrodos. El clectro- 

5 do 20 está separado por todas partes de la capa epita­
xial o sona 16, o seace, no está en contacto con la so- 
na 16.

Los pasos restantes de separar los diodos indi­
viduales y de empatar los alambres de ^uía a loe cont c- 

10 tos metálicos de los mismos, se efectúan por uótodos co- 
:nocidos en el arte y que no es necesario describir aquí.
: Si se desea, se pueden cortar grupos consistentes en 
j una pluralidad de tales diodos,del cuerpo completo 10, y 
los diodos separ-doc en cada grupo se conectan en serie 

15  ̂por mó todos conocidos.
Corrientemente los diodos hechos de la manera.

. que se ha descripto pero sin la capa polic..'ist:-.lina 18 
muestren una ruptura de voltaje de inversión de 400 vol- 

j tíos con una corriente de 1C microamperes. A cmds, las 
20 - curvas 1-V son redondeadas. En cambio, cuando se utilisa

la capa 18 de material semiconductor policrisi. alino en 
la manera que se describe en esta representación, los 

' dispositivos muestran consistentemente una ruptura de 
voltaje a 900 voltios y a 10 microamperes aproximadamente. 

25 ¡ Además, la "rodilla" de las curvas 1-V es más aguda.
¡ En e.ste ejemplo se deposita una cap;., o.e sili-
; oón policrictalino sobre una capa adyente de silicón mo- 
'nocristalino. Alternativamente, se puede depositar una 
. capa de germanio policristalino sobre silicón monocris- 

30 ! talino. Semejcjitemente so puede depositar silicón poli-

!
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cristalino sobre gexsaanio monocriscalino. Los tipos de 
conductividad de las varias rociones del dispositivo 
que se han Rescripto pueden ser invertidas.

EJEMPLO II
5 En la representación anterior se formó una

unión PN adyacente a una capa epitaxial de material se­
miconductor. En la representación que se brinda a conti­
nuación, la u ión rn es formada adyacentemente a una ca­
pa difundida, de material semiconductor.

10 Se forma un transistor 30 (Figura 2) que compren­
de un cuerpo semiconductor cristalino 31 de un tipo de 
conductividad y que ten^a por lo menos una capa 32. En 
este ejemplo el cuerpo 31 consiste ae silicón monocris­
talino y es de conductividad de tipo N. Una capa 33 de 

15 máscara aislante es depositada sobre una capa 32 del cuer­
po semiconductor 31. La capa aislante 33 puede consistir, 
como por ejemplo, de ó̂ -ido de silicón el cual se deposi­
ta al calentar el cuerpo semiconductor 31 en los vapores 
de un compuesto de siloxano.

20 Hay una región o zona difundida 34*del otro
tipo de conductividad, inmediatamente adyacente a la cara 
32 del cuerpo semiconductor 31. En este ejemplo la región 
34 es de conductividad de tipo P y se forma con la difu­
sión de óxido de borón en la porción no enmascarada de 

25 la cara 32. El liad te o entrecara 35 entre laregión 34
de tipo P y la masa del cuerpo semiconductor 31 de tipo N ' 
so convierte en el colector de base y unión I-I-< del tran­
sistor.

Una zona difundida o región emisora 36 de un 
30 tipo de conductividad, o aease, del mismo tipo de conduc-
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: tividud le la masa del cuerpo semiconductor 31) es dis­
puesta inmediatamente adyacente a la car;.- 32 y ¿entro 
de la región de base de tipo P. La región difundida 36 
en este ejemplo es de conductividad de tipo N y as forni­
da por difusión de pentóxido fosforoso en mía porción no 
enmascarada de la cara 32. ¿3. límite o entrecara 37 entre 
la región emisora 36 de tipo H y lu región de base 34 
de tipo P sirve de unión PN de base emisora ¿el disposi­
tivo.

Se deposita una capa anular 36 de material se­
miconductor policrist; lino sobr-. una porción no enmasca­
rada de la cara 32 en cent oto directo con la r.gión de 
base 34. La capa policristulina 33 es del mismo tipo de 

i conductividad que la región do base 34, o soase de tipo 
N en este ejemplo. Preferentemente, la resistividad de 
la capa policristalina 39, es de menos de 0,01 olim-cm.
En este ejemplo las capas policristalinas 38 y 39 son am­
bas de germanio. Alternativamente, las capas pdticristali- 
nas 38 y 39 pueden s:r de silicón o de dos materiales se­
miconductores diferentes. La fabricación del dispositivo 
es realizada por técnicas corrientes de enmascarado de 
fotolitografía y de grabado conocidas en el arte.

Para completar el dispositivo se deposita una 
; primera película metálica a,ular 40 sobre la capa poli- 
, cristalina 38 y se deposite, una segunda capa metálica 41 
: sobre la capa policrist lina 39* Las películas metálicas 
; 40 y 41 son apropiadamente de cromo o pal-dio o aluminio 
' o níquel u otro semejante, y sirven respectivamente de 
!electrodos de base y eiisor del transistor. El electrodo 
í40 está separado por todas partes de la zona de base 34,
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y el electrodo 41 está separ. do por tod^s partos ¿e la 
zona emisora 36. Los alumbres eléctricos de guía 42 y 43 
son conectados respectivamente a los electrodos 40 y 41.

En el transistor completo 30, las capas poli- 
cristalinas 38 y 39 no solamente mejoran las caracterís­
ticas eléctricas de la unión 35 colectora de base y de 
la unión 37 de b-se emisora, sino también al sellar las 
uniones ayudan a protegerlas de los efectos nocivos de 
la humedad y otros contaminantes no deseables del am­
biente .

Esta solicitud -.¡ue corresponde a la presentada 
en Estados Unidos de América el 22 de marzo de 1.967 ,mRn. 
625*061, se acoge a los beneficios del arte 51 del vigen­
te Estatuto sobre Propiedad Industrial.

N O T A

Los puntos de invención propia y nueva que se 
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten­
te de Invención en España, por VEINTE años son los si­
guientes:

1.- Un dispositivo-, semiconductor que comprende: 
un cuerpo semiconductor monooristalino de un tipo de con­
ductividad y que tenga por lo menos una cara principal; 
una ...ona del otro tipo ao conductividad en dicho cuerpo 
adyacente inmediatamente a dicha una cara; una tu-ión PN 
entre dicha zona y la ^asa de dicho cuerpo; una capa



t¡ semiconductora policristalina de dicho otro tipo de con- 
¡ ductividad en dicha zona; y cont<. otos eléctricos en dicho 
i cuerpo semiconductor y la dicha capa policristalina.

2. - Un dispositivo semiconductor segdn la reivin- 
5 i dicacién 1 en el que dicha capa policristalina consiste

del mismo material semiconductor que dicho cuerpo semicon- 
;ductor.

3. - Un dispositivo semiconductor segón la reí- 
¡vindicación 1 en el que la resistividad de dicha capa

10 ¡policristalina es menor que la resistividad de dicha zo- 
!na en por lo menos dos órdenes de magnitud.
t ,¡ 4.- Un dispositivo semiconductor según la rei­
vindicación 1 en el que dicho contacto eléctrico en dichaI
i capa policristalina está separado de dicha zona por to- 

15 ¡das partes.
i 5.- UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR.

Tal y como se ha descrito en la memoria que 
¡antecede, representado en los dibujos que se acompañan y 
¡con los fines -_ue se fían especificado.

20 ' Esta Memoria consta de nueve hojas escritos

ii
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